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【令和２(2020)年度 研究進捗評価結果】 

評価 評価基準 

○ A+ 当初目標を超える研究の進展があり、期待以上の成果が見込まれる 

 A 当初目標に向けて順調に研究が進展しており、期待どおりの成果が見込まれる 

 A－ 
当初目標に向けて概ね順調に研究が進展しており、一定の成果が見込まれるが、一部

に遅れ等が認められるため、今後努力が必要である 

 B 当初目標に対して研究が遅れており、今後一層の努力が必要である 

 
C 

当初目標より研究が遅れ、研究成果が見込まれないため、研究経費の減額又は研究の

中止が適当である 

（意見等） 

本研究は、従来の Si 技術では様々な課題がある３次元 CMOS 集積化に関して、Ge や InAs などの

新たな材料を採用することによりMOSFETの３次元集積化を実現しようとする研究であり、(１)layer 
transfer によるチャネル形成技術、（２）ソース・ドレイン（SD）形成と３次元コネクティビティ技術

（３）MOS 界面制御技術の手法と学理の確立を目指している。 

これらの課題に関して、Ge 層の超薄膜化に伴う移動度の顕著な向上、GOI（Ge-On-Insulator）で問

題になっていた欠陥と歪みの問題のアニール処理による改善、n、p チャネルともに Ge-MOSFET で作

製する手法の提案など、極めて顕著な成果が得られている。さらに、得られた研究成果は、国際会議で

の発表や著名な学術誌への掲載が数多くなされている。 

今後とも、新型３次元 MOS 集積回路の実現に向けて優れた成果を期待する。 


